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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１副画素電極および第２副画素電極を有する画素電極と、
　対向電極と、
　前記画素電極と前記対向電極との間に設けられた液晶層と、
　ゲート配線と、
　第１ソース配線と、
　第２ソース配線と、
　前記ゲート配線に電気的に接続されたゲート、前記第１ソース配線に電気的に接続され
たソース、および、前記第１副画素電極に電気的に接続されたドレインを有する第１画素
トランジスタと、
　前記ゲート配線に電気的に接続されたゲート、前記第２ソース配線に電気的に接続され
たソース、および、前記第２副画素電極に電気的に接続されたドレインを有する第２画素
トランジスタと、
　前記ゲート配線にゲート信号を供給するゲートドライバと、
　第１分岐配線と、
　第２分岐配線と、
　前記第１分岐配線および前記第２分岐配線にソース信号を供給するソースドライバと、
　ゲート、前記第１分岐配線に電気的に接続されたソース、および、前記第１ソース配線
に電気的に接続されたドレインを有する第１ソーストランジスタと、
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　ゲート、前記第２分岐配線に電気的に接続されたソース、および、前記第２ソース配線
に電気的に接続されたドレインを有する第２ソーストランジスタと
を備え、
　前記第２ソーストランジスタのしきい値電圧は前記第１ソーストランジスタのしきい値
電圧とは異なる、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１分岐配線および前記第２分岐配線と、前記ソースドライバとを電気的に接続す
る接続配線をさらに備える、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１ソーストランジスタの前記ゲートは、前記第１ソーストランジスタの前記ソー
スに電気的に接続されており、
　前記第２ソーストランジスタの前記ゲートは、前記第２ソーストランジスタの前記ソー
スに電気的に接続されている、請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第１ソーストランジスタおよび前記第２ソーストランジスタを制御するトランジス
タ制御回路をさらに備える、請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記トランジスタ制御回路は、オン期間が互いに異なるように前記第１ソーストランジ
スタおよび前記第２ソーストランジスタを制御する、請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記ソースドライバは、前記ゲートドライバが前記第１、第２画素トランジスタをオン
にしている間に、前記第１分岐配線および前記第２分岐配線に印加する電圧を第１電圧か
ら第２電圧に変化させ、
　前記ソースドライバが前記第１電圧を印加している間、前記トランジスタ制御回路は前
記第１ソーストランジスタをオンにし、前記ソースドライバが前記第２電圧を印加してい
る間、前記トランジスタ制御回路は前記第２ソーストランジスタをオンにする、請求項４
に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　第１副画素電極および第２副画素電極を有する画素電極と、
　対向電極と、
　前記画素電極と前記対向電極との間に設けられた液晶層と、
　ゲート配線と、
　第１ソース配線と、
　第２ソース配線と、
　前記ゲート配線に電気的に接続されたゲート、前記第１ソース配線に電気的に接続され
たソース、および、前記第１副画素電極に電気的に接続されたドレインを有する第１画素
トランジスタと、
　前記ゲート配線に電気的に接続されたゲート、前記第２ソース配線に電気的に接続され
たソース、および、前記第２副画素電極に電気的に接続されたドレインを有する第２画素
トランジスタと、
　前記ゲート配線にゲート信号を供給するゲートドライバと、
　第１分岐配線と、
　第２分岐配線と、
　前記第１分岐配線および前記第２分岐配線にソース信号を供給するソースドライバと、
　ゲート、前記第１分岐配線に電気的に接続されたソース、および、前記第１ソース配線
に電気的に接続されたドレインを有する第１ソーストランジスタと、
　ゲート、前記第２分岐配線に電気的に接続されたソース、および、前記第２ソース配線
に電気的に接続されたドレインを有する第２ソーストランジスタと
を備え、
　前記第１ソーストランジスタの前記ゲートは、前記第１ソーストランジスタの前記ソー



(3) JP 5342004 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

スに電気的に接続されており、
　前記第２ソーストランジスタの前記ゲートは、前記第２ソーストランジスタの前記ソー
スに電気的に接続されている、液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１分岐配線および前記第２分岐配線と、前記ソースドライバとを電気的に接続す
る接続配線をさらに備える、請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　第１副画素電極および第２副画素電極を有する画素電極と、
　対向電極と、
　前記画素電極と前記対向電極との間に設けられた液晶層と、
　ゲート配線と、
　第１ソース配線と、
　第２ソース配線と、
　前記ゲート配線に電気的に接続されたゲート、前記第１ソース配線に電気的に接続され
たソース、および、前記第１副画素電極に電気的に接続されたドレインを有する第１画素
トランジスタと、
　前記ゲート配線に電気的に接続されたゲート、前記第２ソース配線に電気的に接続され
たソース、および、前記第２副画素電極に電気的に接続されたドレインを有する第２画素
トランジスタと、
　前記ゲート配線にゲート信号を供給するゲートドライバと、
　第１分岐配線と、
　第２分岐配線と、
　前記第１分岐配線および前記第２分岐配線にソース信号を供給するソースドライバと、
　ゲート、前記第１分岐配線に電気的に接続されたソース、および、前記第１ソース配線
に電気的に接続されたドレインを有する第１ソーストランジスタと、
　ゲート、前記第２分岐配線に電気的に接続されたソース、および、前記第２ソース配線
に電気的に接続されたドレインを有する第２ソーストランジスタと、
　前記第１ソーストランジスタおよび前記第２ソーストランジスタを制御するトランジス
タ制御回路と
を備え、
　前記ソースドライバは、前記ゲートドライバが前記第１、第２画素トランジスタをオン
にしている間に、前記第１分岐配線および前記第２分岐配線に印加する電圧を第１電圧か
ら第２電圧に変化させ、
　前記ソースドライバが前記第１電圧を印加している間、前記トランジスタ制御回路は前
記第１ソーストランジスタをオンにし、前記ソースドライバが前記第２電圧を印加してい
る間、前記トランジスタ制御回路は前記第２ソーストランジスタをオンにする、液晶表示
装置。
【請求項１０】
　前記第１分岐配線および前記第２分岐配線と、前記ソースドライバとを電気的に接続す
る接続配線をさらに備える、請求項９に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関し、より詳細には、マルチ画素構造を有する液晶表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、大型テレビジョンだけでなく携帯電話の表示部等の小型の表示装置と
しても利用されている。従来しばしば用いられたＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ
）モードの液晶表示装置の視野角は比較的狭かったが、近年、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ
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－Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モードおよびＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モ
ードといった広視野角の液晶表示装置が作製されている。そのような広視野角モードの中
でも、ＶＡモードは高コントラスト比を実現できるため、多くの液晶表示装置に採用され
ている。
【０００３】
　ＶＡモードの一種として、１つの画素領域に複数の液晶ドメインを形成するＭＶＡ（Ｍ
ｕｔｌｉ－ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードが知られてい
る。ＭＶＡモードの液晶表示装置には、垂直配向型液晶層を挟んで対向する一対の基板の
うちの少なくとも一方の液晶層側に配向規制構造が設けられている。配向規制構造は、例
えば、電極に設けられた線状のスリット（開口部）またはリブ（突起構造）である。配向
規制構造により、液晶層の一方または両側から配向規制力が付与され、配向方向の異なる
複数の液晶ドメイン（典型的には４つの液晶ドメイン）が形成され、視野角特性の改善が
図られている。
【０００４】
　また、ＶＡモードの別の一種として、ＣＰＡ（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｐｉｎｗｈｅｅ
ｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードも知られている。一般的なＣＰＡモードの液晶表示装置
では対称性の高い形状を有する画素電極が設けられるとともに液晶ドメインの中心に対応
して対向基板の液晶層側に開口部や突起物が設けられている。この突起物はリベットとも
呼ばれる。電圧を印加すると、対向電極と対称性の高い画素電極とによって形成される斜
め電界にしたがって液晶分子は放射形状に傾斜配向する。また、リベットが設けられてい
る場合、リベットの傾斜側面の配向規制力によって液晶分子の傾斜配向が安定化される。
このように、１画素内の液晶分子が放射形状に配向することにより、視野角特性の改善が
行われている。
【０００５】
　ＶＡモードの欠点として、正面方向からの表示品位と斜め方向からの表示品位との差が
顕著であることが知られている。特に中間調表示において、正面方向からみたときに適切
な表示特性となるように調整を行うと、斜め方向から見たときの色味やガンマ特性といっ
た表示特性が正面方向の表示特性とは大きく異なってしまう。液晶分子の光学軸方向は分
子長軸方向であり、中間調表示時には液晶分子の光学軸方向は基板の主面に対してある程
度傾いた状態となる。この状態で視野角（見る方向）を変化させて、液晶分子の光学軸方
向と平行な斜めから見たときの表示特性は正面方向の表示特性とは大きく異なってしまう
。
【０００６】
　具体的には、斜め方向からみた表示画像は正面方向からみた表示画像と比べて全体的に
白っぽくみえる。このような現象は「白浮き」とも呼ばれている。例えば、人間の顔を表
示する場合、正面方向からは人間の顔の表情等が違和感なく視認されていても、斜め方向
から見ると全体的に白っぽく見え、肌色の微妙な階調表現が白く潰れてしまって見えるこ
とがある。
【０００７】
　このような白浮きを改善するために、１つの画素電極を複数（典型的には、２つ）の副
画素電極に分割して副画素電極の電圧を異ならせることによって複数（典型的には、２つ
）の副画素が形成されている。このようなマルチ画素構造を有する液晶表示装置では、副
画素の階調特性は、斜め方向の表示品位が正面方向の表示品位と比べて低下しないように
調整されている（例えば、特許文献１～３参照）。
【０００８】
　特許文献１に開示されている液晶表示装置では、２つの副画素電極は異なる薄膜トラン
ジスタを介して異なるソース配線に接続されており、ソースドライバは、各画素に対して
異なるソース信号電圧を印加する。この結果、２つの副画素電極の電圧の違いに応じて副
画素の輝度が互いに異なることになり、これにより、白浮きが改善されている。
【０００９】
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　特許文献２に開示されている液晶表示装置では、２つの副画素電極に対応する異なる薄
膜トランジスタは異なるゲート配線に接続されており、ゲートドライバは、各画素に対し
て薄膜トランジスタのオン期間が異なるように異なるゲート信号電圧を印加する。この結
果、２つの副画素電極の電圧の違いに応じて副画素の輝度が互いに異なることになり、こ
れにより、白浮きが改善されている。
【００１０】
　しかしながら、特許文献１の液晶表示装置では、ソースドライバは、１列の画素に対し
て２つのソース出力端子から異なるソース信号電圧を印加する必要があり、比較的高価な
ソースドライバを用いる必要がある。また、特許文献２の液晶表示装置でも、ゲートドラ
イバは、１行の画素に対して２つのゲート出力端子から異なるゲート信号電圧を印加する
必要があり、比較的高価なゲートドライバを用いる必要がある。
【００１１】
　これに対して、特許文献３には、隣接する補助容量配線（ＣＳ配線）の電圧を異なるよ
うに変化させることにより、副画素の実効電圧を異ならせる液晶表示装置が開示されてい
る。特許文献３の液晶表示装置において、ソースドライバは、１列の画素に対して１つの
ソース出力端子からソース信号電圧を印加し、ゲートドライバは、１行の画素に対して１
つのゲート出力端子からゲート信号電圧を印加する。このため、特許文献３の液晶表示装
置では、ドライバのコストの増大を抑制することができる。
【００１２】
　以下、図１０を参照して、特許文献３に開示される液晶表示装置９００の構成を説明す
る。液晶表示装置９００では、それぞれが対応する副画素電極と直接的または間接的に補
助容量を形成するＣＳ配線に対して異なるＣＳ電圧を印加することにより、副画素電極の
実効電圧が異なることになり、１つの画素に属する副画素が異なる輝度を呈し得る。液晶
表示装置９００では、このようにして白浮きの改善が実現されている。
【００１３】
　また、液晶表示装置９００では、表示領域の周囲に位置する周辺領域に複数のＣＳ幹線
ＣＳＴが設けられており、各ＣＳ幹線ＣＳＴから表示領域に複数のＣＳ配線が延びている
。液晶表示装置９００では、同一のＣＳ幹線ＣＳＴから延びたＣＳ配線に等価な補助容量
電圧（ＣＳ電圧）を印加することにより、ＣＳ電圧発生回路（図示せず）の処理量が低減
されている。
【００１４】
　例えば、図１０に示した液晶表示装置９００では、１２本のＣＳ幹線ＣＳＴ１～ＣＳＴ
１２が設けられており、ＣＳ電圧発生回路において発生した異なるＣＳ電圧はＣＳ幹線Ｃ
ＳＴ１～ＣＳＴ１２を介してＣＳ配線に供給される。このような液晶表示装置では、ＣＳ
幹線の数が多いほど、１つのＣＳ幹線に印加されるＣＳ電圧の反転期間を長くすることが
できる。ＣＳ電圧の波形が理想的に矩形状に変化するのであれば、ＣＳ幹線が２本であっ
ても輝度ムラなく表示を行うことができるが、特に、液晶表示装置のサイズが大きいほど
、ＣＳ電圧の波形は鈍ることになるため、輝度ムラなく表示を行うことができない。この
ため、ＣＳ幹線を多くすることにより、水平走査期間に対するＣＳ電圧の反転期間を比較
的長くし、輝度ムラを抑制した表示を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００６－２０９１３５号公報
【特許文献２】特開２００６－１３９２８８号公報
【特許文献３】特開２００５－１８９８０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、特許文献３の液晶表示装置では、周辺領域に複数のＣＳ幹線を設けてお
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り、狭額縁化を実現できない。
【００１７】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、ドライバのコストの増
大を抑制するとともに狭額縁化に適した液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明による液晶表示装置は、第１副画素電極および第２副画素電極を有する画素電極
と、対向電極と、前記画素電極と前記対向電極との間に設けられた液晶層と、ゲート配線
と、第１ソース配線と、第２ソース配線と、前記ゲート配線に電気的に接続されたゲート
、前記第１ソース配線に電気的に接続されたソース、および、前記第１副画素電極に電気
的に接続されたドレインを有する第１画素トランジスタと、前記ゲート配線に電気的に接
続されたゲート、前記第２ソース配線に電気的に接続されたソース、および、前記第２副
画素電極に電気的に接続されたドレインを有する第２画素トランジスタと、前記ゲート配
線にゲート信号を供給するゲートドライバと、第１分岐配線と、第２分岐配線と、前記第
１分岐配線および前記第２分岐配線にソース信号を供給するソースドライバと、ゲート、
前記第１分岐配線に電気的に接続されたソース、および、前記第１ソース配線に電気的に
接続されたドレインを有する第１ソーストランジスタと、ゲート、前記第２分岐配線に電
気的に接続されたソース、および、前記第２ソース配線に電気的に接続されたドレインを
有する第２ソーストランジスタとを備える。このため、前記第１ソーストランジスタおよ
び前記第２ソーストランジスタにより、前記第１画素トランジスタおよび前記第２画素ト
ランジスタがオフになるときの前記第１ソース配線の電圧を前記第２ソース配線の電圧と
異ならせることができる。
【００１９】
　ある実施形態において、前記液晶表示装置は、前記第１分岐配線および前記第２分岐配
線と、前記ソースドライバとを電気的に接続する接続配線をさらに備える。
【００２０】
　ある実施形態において、前記第２ソーストランジスタのしきい値電圧は前記第１ソース
トランジスタのしきい値電圧とは異なる。
【００２１】
　ある実施形態において、前記第１ソーストランジスタの前記ゲートは、前記第１ソース
トランジスタの前記ソースに電気的に接続されており、前記第２ソーストランジスタの前
記ゲートは、前記第２ソーストランジスタの前記ソースに電気的に接続されている。
【００２２】
　ある実施形態において、前記液晶表示装置は、前記第１ソーストランジスタおよび前記
第２ソーストランジスタを制御するトランジスタ制御回路をさらに備える。
【００２３】
　ある実施形態において、前記トランジスタ制御回路は、オン期間が互いに異なるように
前記第１ソーストランジスタおよび前記第２ソーストランジスタを制御する。
【００２４】
　ある実施形態において、前記ソースドライバは、前記ゲートドライバが前記第１、第２
画素トランジスタをオンにしている間に、前記第１分岐配線および前記第２分岐配線に印
加する電圧を第１電圧から第２電圧に変化させ、前記ソースドライバが前記第１電圧を印
加している間、前記トランジスタ制御回路は前記第１ソーストランジスタをオンにし、前
記ソースドライバが前記第２電圧を印加している間、前記トランジスタ制御回路は前記第
２ソーストランジスタをオンにする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、ドライバのコストの増大を抑制するとともに狭額縁化に適した液晶表
示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２６】
【図１】本発明による液晶表示装置の第１実施形態の模式図である。
【図２】図１に示した液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の模式的な平面図
である。
【図３】図１に示した液晶表示装置の模式的な平面図である。
【図４】図１に示した液晶表示装置の電圧波形図である。
【図５】（ａ）は比較例の液晶表示装置の模式図であり、（ｂ）は図１に示した液晶表示
装置の模式図である。
【図６】本発明による液晶表示装置の第２実施形態の模式的な平面図である。
【図７】図６に示した液晶表示装置の電圧波形図である。
【図８】本発明による液晶表示装置の第３実施形態の模式的な平面図である。
【図９】図８に示した液晶表示装置の電圧波形図である。
【図１０】従来の液晶表示装置の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して、本発明による液晶表示装置の実施形態を説明する。ただし、本
発明は、以下の実施形態に限定されるものではない。
【００２８】
　（実施形態１）
　図１に、本発明による液晶表示装置の第１実施形態の模式図を示す。液晶表示装置１０
０は、絶縁基板１２２上に設けられた画素電極１２４および配向膜１２６を有するアクテ
ィブマトリクス基板１２０と、絶縁基板１４２上に設けられた対向電極１４４および配向
膜１４６を有する対向基板１４０と、アクティブマトリクス基板１２０と対向基板１４０
との間に設けられた液晶層１６０とを備えている。アクティブマトリクス基板１２０およ
び対向基板１４０には図示しない偏光板が設けられており、偏光板の偏光軸はクロスニコ
ルの関係を有している。液晶層１６０の厚さはほぼ一定である。なお、必要に応じて液晶
表示装置１００はバックライトを備えていてもよい。
【００２９】
　液晶表示装置１００には、複数の画素が複数の行および複数の列のマトリクス状に配列
されている。例えば、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）を原色としてカラー表示を行う液晶
表示装置では、Ｒ、Ｇ、Ｂの３つの画素によって１つの色が表現される。画素は画素電極
１２４によって規定される。対向電極１４４は複数の画素電極１２４に対して共通である
。なお、対向電極１４４は例えば透明導電膜を有しており、例えば、ＩＴＯから構成され
ている。同様に、画素電極１２４は例えば透明導電膜を有しており、例えば、ＩＴＯから
構成されていてもよい。
【００３０】
　液晶表示装置１００はＶＡモードで動作する。配向膜１２６、１４６は垂直配向膜であ
る。液晶層１６０は垂直配向型の液晶層である。ここで、「垂直配向型液晶層」とは、垂
直配向膜１２６、１４６の表面に対して、液晶分子軸（「軸方位」ともいう。）が約８５
°以上の角度で配向した液晶層をいう。液晶分子１６２は負の誘電異方性を有し、クロス
ニコル配置された偏光板と組み合わせて、ノーマリーブラックモードで表示が行われる。
液晶層１６０に電圧が印加されない場合、液晶層１６０の液晶分子１６２は配向膜１２６
、１４６の主面の法線方向とほぼ平行に配向する。液晶層１６０に所定の電圧よりも高い
電圧が印加される場合、液晶層１６０の液晶分子１６２は配向膜１２６、１４６の主面と
ほぼ平行に配向する。なお、ここでは、アクティブマトリクス基板１２０および対向基板
１４０は配向膜１２６、１４６をそれぞれ有しているが、アクティブマトリクス基板１２
０および対向基板１４０の少なくとも一方が対応する配向膜１２６、１４６を有してもよ
い。ただし、配向の安定性の観点から、アクティブマトリクス基板１２０および対向基板
１４０の両方が配向膜１２６、１４６をそれぞれ有していることが好ましい。
【００３１】
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　図２に、液晶表示装置１００におけるアクティブマトリクス基板１２０の模式的な平面
図を示す。なお、表示領域Ｄには、複数の行および複数の列のマトリクス状に画素Ｐが設
けられている。
【００３２】
　画素Ｐは異なる輝度を呈し得る副画素ＳＰａおよび副画素ＳＰｂを含んでいる。画素Ｐ
は画素電極１２４によって規定される。画素電極１２４は副画素電極１２４ａ、１２４ｂ
を有している。本明細書の以下の説明において、副画素電極１２４ａを第１副画素電極と
呼び、副画素電極１２４ｂを第２副画素電極と呼ぶことがある。副画素ＳＰａは第１副画
素電極１２４ａによって規定されており、副画素ＳＰｂは第２副画素電極１２４ｂによっ
て規定されている。
【００３３】
　液晶表示装置１００には、１行の画素Ｐに対して１つのゲート配線Ｇが設けられており
、１列の画素Ｐに対して２つのソース配線Ｓａ、Ｓｂが設けられている。なお、以下の説
明において、第ｍ行第ｎ列の画素Ｐに着目してその構成を説明する。この画素Ｐに属する
副画素ＳＰａ、ＳＰｂに対応して１つのゲート配線Ｇおよび２つのソース配線Ｓａ、Ｓｂ
が設けられている。
【００３４】
　副画素ＳＰａに対応するスイッチング素子としてトランジスタ１３０ａが設けられてお
り、副画素ＳＰｂに対応するスイッチング素子としてトランジスタ１３０ｂが設けられて
いる。具体的には、トランジスタ１３０ａは、ゲート配線Ｇに電気的に接続されたゲート
と、ソース配線Ｓａに電気的に接続されたソースと、第１副画素電極１２４ａに電気的に
接続されたドレインとを有している。同様に、トランジスタ１３０ｂは、ゲート配線Ｇに
電気的に接続されたゲートと、ソース配線Ｓｂに電気的に接続されたソースと、第２副画
素電極１２４ｂに電気的に接続されたドレインとを有している。また、本明細書の以下の
説明において、このように表示領域に設けられたトランジスタを画素トランジスタと呼ぶ
ことがあり、具体的には、トランジスタ１３０ａを第１画素トランジスタ、トランジスタ
１３０ｂを第２画素トランジスタと呼ぶことがある。例えば、第１、第２トランジスタ１
３０ａ、１３０ｂとして薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
：ＴＦＴ）が用いられる。
【００３５】
　液晶表示装置１００の周辺領域Ｅにはゲートドライバ２１０が設けられている。ゲート
ドライバ２１０は画素Ｐの行数とほぼ同数のゲート出力端子を有しており、各ゲート出力
端子は対応するゲート配線Ｇに電気的に接続されている。ゲートドライバ２１０はゲート
配線Ｇを介してＴＦＴ１３０ａ、１３０ｂのゲートにゲート信号を供給し、これにより、
ゲートドライバ２１０はＴＦＴ１３０ａ、１３０ｂを制御する。
【００３６】
　また、液晶表示装置１００の周辺領域Ｅにはソースドライバ２２０が設けられている。
ソースドライバ２２０は画素の列数とほぼ同数のソース出力端子を有しており、各ソース
出力端子は、対応する接続配線２２５ｘに電気的に接続されている。接続配線２２５ｘか
ら２つの分岐配線２２５ａ、２２５ｂが延びている。
【００３７】
　液晶表示装置１００において分岐配線２２５ａとソース配線Ｓａとの間にはトランジス
タ１８０ａが設けられており、同様に、分岐配線２２５ｂとソース配線Ｓｂとの間にはト
ランジスタ１８０ｂが設けられている。トランジスタ１８０ａは、ゲート、分岐配線２２
５ａに電気的に接続されたソース、および、第１ソース配線Ｓａに電気的に接続されたド
レインを有している。同様に、トランジスタ１８０ｂは、ゲート、分岐配線２２５ｂに電
気的に接続されたソース、および、第２ソース配線Ｓｂに電気的に接続されたドレインを
有している。例えば、トランジスタ１８０ａ、１８０ｂとしてＴＦＴが用いられる。ＴＦ
Ｔ１８０ａ、１８０ｂはＴＦＴ１３０ａ、１３０ｂと同様の工程で作製される。
【００３８】
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　ソースドライバ２２０から出力されるソース信号は接続配線２２５ｘを介して分岐配線
２２５ａ、２２５ｂに伝達される。本実施形態の液晶表示装置１００では、ＴＦＴ１８０
ａ、１８０ｂにより、第１、第２画素トランジスタ１３０ａ、１３０ｂがオフになるとき
のソース配線Ｓａ、Ｓｂの電圧が異なる。このため、副画素電極１２４ｂの電圧が副画素
電極１２４ａの電圧とは異なり、副画素ＳＰｂは副画素ＳＰａとは異なる輝度を呈するこ
とになる。本明細書の以下の説明において、ＴＦＴ１８０ａを第１ソーストランジスタと
呼ぶことがあり、ＴＦＴ１８０ｂを第２ソーストランジスタと呼ぶことがある。
【００３９】
　なお、接続配線２２５ｘ、分岐配線２２５ａ、２２５ｂ、第１、第２ソーストランジス
タ１８０ａ、１８０ｂはいずれも周辺領域Ｅに設けられている。また、接続配線２２５ｘ
、分岐配線２２５ａ、２２５ｂ、および、第１、第２ソース配線Ｓａ、Ｓｂを総称してソ
ースバスラインＳと呼ぶことがある。ソースドライバ２２０はソースバスラインＳにソー
ス信号を供給する。
【００４０】
　また、液晶表示装置１００において、副画素電極１２４ａ、１２４ｂと直接的または間
接的に補助容量を形成するＣＳ配線ＣＳｘ、ＣＳｙが設けられている。ＣＳ配線ＣＳｘ、
ＣＳｙは同一のＣＳ幹線ＣＳＴに接続されており、等価なＣＳ電圧が印加される。周辺領
域Ｅには、ＣＳ電圧を発生するＣＳ電圧発生回路２３０が設けられている。ＣＳ電圧とし
て対向電極１４４の電圧と等価な電圧を用いてもよく、ＣＳ電圧発生回路２３０において
発生したＣＳ電圧は対向基板１４０の対向電極１４４に印加されてもよい。
【００４１】
　図３に、液晶表示装置１００の模式的な平面図を示す。なお、上述したように、表示領
域Ｄには複数の画素Ｐが設けられているが、図３では１つの画素Ｐを示している。また、
図３は、図２に示したＣＳ電圧発生回路２３０を省略して示している。
【００４２】
　液晶表示装置１００では、ＴＦＴ１８０ｂの特性はＴＦＴ１８０ａとは異なる。具体的
には、ＴＦＴ１８０ｂのしきい値電圧はＴＦＴ１８０ａとは異なり、例えば、ＴＦＴ１８
０ｂのしきい値電圧はＴＦＴ１８０ａよりも高い。また、液晶表示装置１００では、ＴＦ
Ｔ１８０ａのゲートはＴＦＴ１８０ａのソースに電気的に接続されており、ＴＦＴ１８０
ｂのゲートはＴＦＴ１８０ｂのソースに電気的に接続されている。このように、ＴＦＴ１
８０ａ、１８０ｂはダイオード接続されている。
【００４３】
　以下、図３および図４を参照して、液晶表示装置１００の駆動方法を説明する。ここで
は、画素Ｐへの書き込みを説明する。図４に、液晶表示装置１００におけるゲート配線Ｇ
の印加電圧、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのゲートに印加される電圧、ソースドライバ出力
電圧、第１ソース配線Ｓａの電圧、第２ソース配線Ｓｂの電圧、および、ＣＳ電圧の波形
図を示す。
【００４４】
　まず、画素Ｐを選択するためのゲート配線Ｇの電圧をローからハイに変化させてＴＦＴ
１３０ａ、１３０ｂをオンにする。その後、互いに電気的に接続されたＣＳ幹線ＣＳＴお
よび対向電極１４４の電圧を変化させる。
【００４５】
　次に、画素Ｐに関連するソースバスラインＳに、ソースドライバ２２０から所定の階調
レベルに対応する電圧Ｖｓを印加する。電圧Ｖｓは接続配線２２５ｘ、分岐配線２２５ａ
、２２５ｂを介して伝達される。このため、ＴＦＴ１８０ａのゲートにはＴＦＴ１８０ｂ
のゲートとほぼ同様の電圧が印加される。なお、液晶表示装置１００では、任意の階調レ
ベルに対応してソースドライバ２２０から供給される電圧ＶｓはＴＦＴ１８０ａ、１８０
ｂのしきい値電圧よりも大きい。このため、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂはオンとなり、ソ
ースドライバ２２０は接続配線２２５ｘおよび分岐配線２２５ａ、２２５ｂを介してソー
ス配線Ｓａ、Ｓｂに電気的に接続される。
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【００４６】
　液晶表示装置１００では、上述したように、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのしきい値電圧
が異なる。このため、分岐配線２２５ａ、２２５ｂの電圧が等しくても、ソース配線Ｓａ
、Ｓｂの電圧が互いに異なることになる。ＴＦＴ１８０ａによる降下電圧はＴＦＴ１８０
ａのしきい値電圧Ｖｔａと略等しく、ソース配線Ｓａには電圧Ｖｓ－Ｖｔａが印加される
。同様に、ＴＦＴ１８０ｂによる降下電圧はＴＦＴ１８０ｂのしきい値電圧Ｖｔｂと略等
しく、ソース配線Ｓｂには電圧Ｖｓ－Ｖｔｂが印加される。
【００４７】
　例えば、しきい値電圧Ｖｔｂがしきい値電圧Ｖｔａよりも大きい場合（Ｖｔｂ＝Ｖｔａ
＋α、α＞０の場合）、ソース配線Ｓｂの印加電圧はソース配線Ｓａの印加電圧よりも低
い。このため、副画素電極１２４ｂの電圧は副画素電極１２４ａよりも低くなる。なお、
実際には、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの液晶容量および補助容量への充電が完了するまでには
所定の時間が必要であり、ソース配線Ｓａ、Ｓｂの電圧は、ソースドライバ２２０の電圧
が変化した後から時刻の経過とともに一定の電圧Ｖｓ－Ｖｔａ、Ｖｓ－Ｖｔｂに近づくよ
うに変化するが、図４では図面が過度に複雑になることを避けるために、ソース配線Ｓａ
、Ｓｂの電圧がソースドライバ２２０の電圧の変化とともに変化するように示している。
このように、ソース配線Ｓａ、Ｓｂの電圧が異なることにより、副画素電極１２４ａ、１
２４ｂの電圧は互いに異なることになる。
【００４８】
　次に、ゲート配線Ｇの電圧がハイからローに変化する。その後、ソースドライバ２２０
の電圧が変化する。このとき、寄生容量に起因する引き込み電圧により、副画素電極１２
４ａ、１２４ｂの電圧が低下する。図４において引き込み電圧により電圧が降下した後の
副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧を点線で示しており、引き込み電圧による電圧低下
後も、副画素電極１２４ｂの電圧は副画素電極１２４ａよりも低い。このように、副画素
電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が互いに異なることにより、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの輝度
を互いに異ならせることができる。
【００４９】
　例えば、副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が対向電極１４４の電圧よりも低い場合
、副画素電極１２４ａの電圧と対向電極１４４の電圧との差（すなわち、副画素ＳＰａに
おける液晶層１６０への実効電圧）は副画素電極１２４ｂの電圧と対向電極１４４の電圧
との差（すなわち、副画素ＳＰｂにおける液晶層１６０への実効電圧）よりも小さい。こ
のため、副画素ＳＰａが暗副画素となり、副画素ＳＰｂが明副画素となる。
【００５０】
　あるいは、副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が対向電極１４４の電圧よりも高い場
合、副画素電極１２４ａの電圧と対向電極１４４の電圧との差（すなわち、副画素ＳＰａ
における液晶層１６０への実効電圧）は副画素電極１２４ｂの電圧と対向電極１４４の電
圧との差（すなわち、副画素ＳＰｂにおける液晶層１６０への実効電圧）よりも大きい。
このため、副画素ＳＰａが明副画素となり、副画素ＳＰｂが暗副画素となる。
【００５１】
　以上のように、本実施形態の液晶表示装置１００では、ソースドライバ２２０から出力
されるソース信号は接続配線２２５ｘを介して分岐配線２２５ａ、２２５ｂに伝達される
が、しきい値電圧Ｖｔａ、Ｖｔｂの異なるＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂにより、ソース配線
Ｓｂにはソース配線Ｓａとは異なる電圧が印加される。このため、副画素電極１２４ｂの
電圧が副画素電極１２４ａの電圧とは異なり、副画素ＳＰｂは副画素ＳＰａとは異なる輝
度を呈することになる。このようにして、液晶表示装置１００では、マルチ画素が実現さ
れる。なお、液晶表示装置１００では、各ＣＳ配線に等価なＣＳ電圧を印加すればよく、
複数のＣＳ幹線を設けなくてもよいため、周辺領域Ｅを狭くすることができる。また、液
晶表示装置１００では、ゲートドライバ２１０には１行の画素に対応して１つのゲート出
力端子が設けられていればよく、また、ソースドライバ２２０には１列の画素に対応して
１つのソース出力端子が設けられていればよいため、ゲートドライバ２１０およびソース
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ドライバ２２０として比較的安価なドライバを用いることができる。
【００５２】
　なお、ここでは、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのしきい値電圧は互いに異なっていたが、
ＴＦＴ１３０ａ、１３０ｂのしきい値電圧は略等しくてもよい。ＴＦＴ１３０ａ、１３０
ｂのしきい値電圧はＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのしきい値電圧よりも高く、ＴＦＴ１３０
ａ、１３０ｂをオンにするとき、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのしきい値電圧よりも高いゲ
ート電圧がゲート配線Ｇに印加される。
【００５３】
　また、入力映像信号において全ての画素の階調レベルが互いに等しい場合、液晶表示装
置１００において行方向および列方向に隣接する副画素の明暗は反転する。また、行方向
および列方向に隣接する画素において、画素電極１２４の電圧と対向電極１４４の電圧と
の大小関係は反転する。
【００５４】
　例えば、第ｍ行ｎ列の画素Ｐについて、対向電極１４４の電圧を基準にした副画素電極
１２４ａ、１２４ｂの電圧が＋６Ｖ、＋４Ｖであると、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの実効電圧
は６Ｖ、４Ｖであり、副画素ＳＰａ、ＳＰｂはそれぞれ明副画素、暗副画素となる。これ
に対して、隣接する画素Ｐ（例えば、第ｍ＋１行ｎ列または第ｍ行ｎ＋１列の画素Ｐ）に
ついて、対向電極１４４の電圧を基準にした副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が－４
Ｖ、－６Ｖであると、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの実効電圧は４Ｖ、６Ｖであり、副画素ＳＰ
ａ、ＳＰｂはそれぞれ暗副画素、明副画素となる。
【００５５】
　また、液晶表示装置１００で規定される複数の垂直走査期間にわたって入力映像信号に
おける画素の階調レベルが互いに等しい場合、液晶表示装置１００において、ある画素Ｐ
における副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧および対向電極１４４の電圧との大小関係
は垂直走査期間ごとに反転してもよい。例えば、副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が
対向電極１４４の電圧よりも高いときを正極性と呼び、副画素電極１２４ａ、１２４ｂの
電圧が対向電極１４４の電圧よりも低いときを負極性と呼ぶ場合、正極性で書き込みの行
われた垂直走査期間の後の垂直走査期間において負極性で書き込みが行われる。
【００５６】
　例えば、対向電極１４４の電圧を基準にして副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が＋
６Ｖ、＋４Ｖであると、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの実効電圧は６Ｖ、４Ｖであり、副画素Ｓ
Ｐａ、ＳＰｂはそれぞれ明副画素、暗副画素となる。これに対して、例えば、別の垂直走
査期間（典型的には次の垂直走査期間）において、対向電極１４４の電圧を基準にして副
画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が－４Ｖ、－６Ｖであると、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの
実効電圧は４Ｖ、６Ｖであり、副画素ＳＰａ、ＳＰｂはそれぞれ暗副画素、明副画素とな
る。液晶表示装置１００はこのようにして垂直走査期間（またはフレーム）ごとに極性お
よび副画素の明暗を反転させることができる。
【００５７】
　以下、比較例の液晶表示装置と比較した本実施形態の液晶表示装置１００の利点を説明
する。
【００５８】
　図５（ａ）に比較例の液晶表示装置６００の模式図を示す。液晶表示装置６００におい
て、表示領域Ｄの左方向および右方向にそれぞれ周辺領域Ｅ１、Ｅ２が設けられており、
表示領域Ｄの下方向に周辺領域Ｅ３が設けられている。周辺領域Ｅ１、Ｅ２のそれぞれに
は、表示領域Ｄの外側にＣＳ幹線領域Ｔが設けられており、ＣＳ幹線領域Ｔには１２本の
ＣＳ幹線が設けられている。ＣＳ幹線領域Ｔの外側にゲートドライバ引き出し配線の設け
られたゲートドライバ引き出し配線領域ＧＥが設けられている。また、ゲートドライバ引
き出し配線領域ＧＥの外側に位置するゲートドライバ領域ＧＤに集積回路（Ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＩＣ）の接続されたフレキシブル基板が配置されている。ま
た、周辺領域Ｅ３には、ソースドライバおよび引き出し配線領域ＳＥが設けられている。
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【００５９】
　図５（ｂ）に本実施形態の液晶表示装置１００の模式図を示す。液晶表示装置１００で
も、表示領域Ｄの左方向および右方向にそれぞれ周辺領域Ｅ１、Ｅ２が設けられており、
表示領域Ｄの下方向に周辺領域Ｅ３が設けられている。周辺領域Ｅ１、Ｅ２のそれぞれに
は、表示領域Ｄの外側にＣＳ幹線領域Ｔが設けられており、ＣＳ幹線領域Ｔには１本のＣ
Ｓ幹線が設けられている。ＣＳ幹線領域Ｔの外側にゲートドライバ引き出し配線の設けら
れたゲートドライバ引き出し配線領域ＧＥが設けられている。また、ゲートドライバ引き
出し配線領域ＧＥの外側に位置するゲートドライバ領域ＧＤに集積回路（Ｉｎｔｅｇｒａ
ｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＩＣ）の接続されたフレキシブル基板が配置されている。また
、液晶表示装置１００の周辺領域Ｅ３には、ソースドライバおよび引き出し配線領域ＳＥ
だけでなく、ソースドライバおよび引き出し配線領域ＳＥと表示領域Ｄとの間にＴＦＴ１
８０ａ、１８０ｂの設けられたトランジスタ領域ＳＷが位置している。
【００６０】
　ここで、サイズ５２インチの比較例の液晶表示装置６００、および、本実施形態の液晶
表示装置１００の周辺領域Ｅ１の長さに着目する。液晶表示装置６００では、ＣＳ幹線領
域Ｔの長さはゲートドライバ引き出し配線領域ＧＥおよびゲートドライバ領域ＧＤの長さ
の和に略等しい。これに対して、液晶表示装置１００では、ゲートドライバ引き出し配線
領域ＧＥおよびゲートドライバ領域ＧＤの長さの和は液晶表示装置６００と同様であるが
、ＣＳ幹線領域Ｔはきわめて短いため、液晶表示装置１００における周辺領域Ｅ１の長さ
は液晶表示装置６００における周辺領域Ｅ１の長さの約半分である。
【００６１】
　なお、液晶表示装置１００では、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂを設けているため、比較例
の液晶表示装置６００と比べて、周辺領域Ｅ３は長くなる。しかしながら、液晶表示装置
１００における周辺領域Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３の面積の和は液晶表示装置６００における周辺
領域Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３の面積の和よりも小さくすることができ、液晶表示装置１００は狭
額縁化を実現することができる。
【００６２】
　また、液晶表示装置１００では、周辺領域Ｅ３が比較的長いため、液晶表示装置１００
のソース信号は液晶表示装置６００と比べて遅延しやすい。このような信号遅延を防ぐた
めに、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂの半導体層は比較的高いキャリア移動度を有しているこ
とが好ましい。例えば、アクティブマトリクス基板１２０は半導体層として微結晶半導体
層を有していることが好ましい。あるいは、半導体層として酸化物半導体層を有している
ことが好ましい。例えば、酸化物半導体層は、インジウムガリウム亜鉛酸化物（Ｉｎｄｉ
ｕｍ　Ｇａｌｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ：ＩＧＺＯ）である。
【００６３】
　また、上述した説明では、ＴＦＴ１８０ｂのしきい値電圧はＴＦＴ１８０ａよりも高か
ったが、本発明はこれに限定されない。ＴＦＴ１８０ａのしきい値電圧がＴＦＴ１８０ｂ
よりも高くてもよい。
【００６４】
　また、上述した説明では、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのそれぞれのゲートはそれぞれの
ソースに電気的に接続されていたが、本発明はこれに限定されない。ＴＦＴ１８０ａ、１
８０ｂのそれぞれのゲートは、例えば、別途設けられた共通の配線に電気的に接続され、
ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂは所定のタイミングでオンになってもよい。
【００６５】
　また、上述した説明では、ソースドライバ２２０から出力されたソース信号は接続配線
２２５ｘおよび分岐配線２２５ａ、２２５ｂを介してＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂに伝達さ
れており、ソースドライバ２２０の出力端子の数は画素の列の数と略等しかったが、本発
明はこれに限定されない。接続配線２２５ｘを設けることなく、ソースドライバ２２０の
出力端子は分岐配線２２５ａ、２２５ｂと直接的に接続し、ソースドライバ２２０の出力
端子の数は画素の列の数よりも多くてもよい。この場合、ソースドライバ２２０の隣接す
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る２つの出力端子から出力されるソース信号が等価であっても、ソース信号は分岐配線２
２５ａ、２２５ｂを介してＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂに伝達され、所定の輝度の副画素Ｓ
Ｐａ、ＳＰｂが実現される。このため、ソースドライバ２２０として比較的安価なドライ
バを用いることができる。
【００６６】
　（実施形態２）
　上述した説明では、２つのソーストランジスタのゲートには略同様の電圧が印加された
が、本発明はこれに限定されない。
【００６７】
　以下、図６を参照して、本発明による液晶表示装置の第２実施形態を説明する。本実施
形態の液晶表示装置１００Ａは、トランジスタ１８０ａ、１８０ｂを制御するトランジス
タ制御回路を備える点を除いて上述した実施形態１の液晶表示装置と同様の構成を有して
おり、冗長を避ける目的で重複する説明を省略する。また、上述したように、表示領域Ｄ
には複数の画素Ｐが設けられるが、図６では１つの画素Ｐを示している。
【００６８】
　液晶表示装置１００Ａでも周辺領域ＥにＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂが設けられている。
なお、上述した液晶表示装置１００では、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのしきい値電圧は互
いに異なったが、本実施形態の液晶表示装置１００ＡにおいてＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂ
の特性は互いに等しく、例えば、ＴＦＴ１８０ａのしきい値電圧はＴＦＴ１８０ｂのしき
い値電圧と略等しい。ここでは、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのしきい値電圧をＶｔｃと示
す。
【００６９】
　液晶表示装置１００Ａはトランジスタ１８０ａ、１８０ｂを制御するトランジスタ制御
回路２４０を備える。なお、本明細書の以下の説明において、トランジスタ制御回路を単
に制御回路とよぶことがある。制御回路２４０は、配線２４２ａを介してＴＦＴ１８０ａ
のゲートに電気的に接続されており、配線２４２ｂを介してＴＦＴ１８０ｂのゲートに電
気的に接続されている。典型的には制御回路２４０はアクティブマトリクス基板１２０の
周辺領域Ｅに設けられている。
【００７０】
　制御回路２４０は、オン期間が異なるようにＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂを制御する。こ
のため、ゲート配線Ｇがオフになるときのソース配線Ｓａ、Ｓｂの電圧が異なることにな
り、輝度の異なる副画素ＳＰａ、ＳＰｂが実現される。例えば、ＴＦＴ１８０ａのオン期
間がＴＦＴ１８０ｂのオン期間よりも長い場合、ＴＦＴ１３０ａ、１３０ｂがオフになる
ときの副画素電極１２４ａの電圧の絶対値は副画素電極１２４ｂの電圧の絶対値よりも大
きい。
【００７１】
　なお、制御回路２４０はゲートドライバ２１０と同期して電圧を印加してもよい。また
、制御回路２４０はゲートドライバ２１０と等しい電圧を印加してもよい。このため、制
御回路２４０はゲートドライバ２１０と同様の工程で作製すればよく、制御回路２４０の
みを作製するための新たな工程を別途追加しなくてもよい。また、ゲートドライバ２１０
が制御回路２４０として機能してもよく、ゲートドライバ２１０の全てのゲート出力端子
が配線２４２ａ、２４２ｂに電気的に接続されてもよい。
【００７２】
　以下、図６および図７を参照して、液晶表示装置１００Ａの駆動方法を説明する。ここ
では、画素Ｐへの書き込みが行われる。液晶表示装置１００ＡにおいてＴＦＴ１８０ａの
オン期間はＴＦＴ１８０ｂのオン期間とは異なる。ここでは、ＴＦＴ１８０ｂのオン期間
はＴＦＴ１８０ａのオン期間よりも短い。以下の説明において、ＴＦＴ１８０ａのオン期
間をＴｉｍｅＧａと示し、ＴＦＴ１８０ｂのオン期間をＴｉｍｅＧｂと示し、ＴｉｍｅＧ
ａ＝ＴｉｍｅＧｂ＋Ｔｉｍｅβ（Ｔｉｍｅβ＞０）である。
【００７３】
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　まず、画素Ｐを選択するためのゲート配線Ｇの電圧をローからハイに変化させてＴＦＴ
１３０ａ、１３０ｂをオンにする。また、ゲート配線Ｇの電圧の変化とともに、配線２４
２ａ、２４２ｂの電圧をローからハイに変化させてＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂをオンにす
る。
【００７４】
　次に、ソースドライバ２２０から出力される電圧を画素Ｐの階調に対応する電圧Ｖｓに
変化させる。これにより、ソース配線Ｓａ、Ｓｂの電圧の変化が開始する。なお、図７で
は、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの液晶容量および補助容量への充電が完了するように、ソース
配線Ｓａ、Ｓｂの電圧は、ソースドライバ２２０の電圧が変化した後から時刻の経過とと
もに変化する。液晶表示装置１００Ａでは、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂをオンにする配線
２４２ａ、２４２ｂの電圧、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのしきい値電圧がそれぞれ略等し
いため、分岐配線２２５ａ、２２５ｂの電圧が等しく、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂを介し
て伝達されるソース配線Ｓａ、Ｓｂの電圧の変化は互いに略等しい。
【００７５】
　その後、オン期間ＴｉｍｅＧｂが経過すると、制御回路２４０は配線２４２ｂの電圧を
先にローに変化させてＴＦＴ１８０ｂをオフにする。このオン期間ＴｉｍｅＧｂは、時刻
の経過とともにソース配線Ｓａ、Ｓｂの電圧が変化している途中である。
【００７６】
　それから時間Ｔｉｍｅβが経過した後、制御回路２４０は配線２４２ａの電圧をローに
変化させてＴＦＴ１８０ａをオフにする。ここでは、ソース配線Ｓａの電圧は一定値に達
している。ＴＦＴ１８０ａによる降下電圧はＴＦＴ１８０ａのしきい値電圧Ｖｔｃと略等
しく、ソース配線Ｓａには電圧Ｖｓ－Ｖｔｃが印加される。なお、ＴＦＴ１８０ｂがオフ
になってからＴＦＴ１８０ａがオフになるまでの間のソース配線Ｓａの電圧の変化量をα
とすると、ソース配線Ｓｂには電圧Ｖｓ－（Ｖｔｃ＋α）が印加されている。なお、図７
では、対向電極１４４の電圧を基準としてソースドライバ出力電圧、第１ソース配線Ｓａ
の電圧、および、第２ソース配線Ｓｂの電圧を示しており、副画素ＳＰａ、ＳＰｂはそれ
ぞれ明副画素、暗副画素となる。
【００７７】
　なお、ここでは、制御回路２４０により、第ｍ行ｎ列の画素Ｐだけでなく第ｍ行ｎ＋１
列の画素Ｐの副画素ＳＰａ、ＳＰｂの明暗も異なる。例えば、第ｍ行ｎ列の画素Ｐについ
て、対向電極１４４の電圧を基準にした副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が＋６Ｖ、
＋４Ｖであると、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの実効電圧は６Ｖ、４Ｖであり、副画素ＳＰａ、
ＳＰｂはそれぞれ明副画素、暗副画素となる。これに対して、第ｍ行ｎ＋１列の画素Ｐに
ついて、対向電極１４４の電圧を基準にした副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が－４
Ｖ、－６Ｖであると、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの実効電圧は４Ｖ、６Ｖであり、副画素ＳＰ
ａ、ＳＰｂはそれぞれ暗副画素、明副画素となる。
【００７８】
　また、液晶表示装置１００Ａで規定される複数の垂直走査期間にわたって入力映像信号
における画素の階調レベルが互いに等しい場合、液晶表示装置１００Ａにおいて、ある画
素Ｐにおける副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧および対向電極１４４の電圧との大小
関係は垂直走査期間ごとに反転してもよい。例えば、正極性で書き込みの行われた垂直走
査期間の後の垂直走査期間において負極性で書き込みが行われる。
【００７９】
　例えば、対向電極１４４の電圧を基準にして副画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が＋
６Ｖ、＋４Ｖであると、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの実効電圧は６Ｖ、４Ｖであり、副画素Ｓ
Ｐａ、ＳＰｂはそれぞれ明副画素、暗副画素となる。これに対して、例えば、別の垂直走
査期間（典型的には次の垂直走査期間）において、対向電極１４４の電圧を基準にして副
画素電極１２４ａ、１２４ｂの電圧が－４Ｖ、－６Ｖであると、副画素ＳＰａ、ＳＰｂの
実効電圧は４Ｖ、６Ｖであり、副画素ＳＰａ、ＳＰｂはそれぞれ暗副画素、明副画素とな
る。
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【００８０】
　なお、上述した説明では、液晶表示装置１００ＡにおけるＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂの
特性は互いに等しかったが、本発明はこれに限定されない。ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂの
特性は異なってもよい。例えば、ＴＦＴ１８０ｂのしきい値電圧はＴＦＴ１８０ａのしき
い値電圧よりも低くてもよい。この場合、オン期間の差が比較的小さくても、副画素ＳＰ
ａ、ＳＰｂの輝度差を所望の値にすることができる。
【００８１】
　なお、上述した説明では、ＴＦＴ１８０ｂのオン期間はＴＦＴ１８０ａのオン期間と重
なっていたが、本発明はこれに限定されない。ＴＦＴ１８０ｂのオン期間はＴＦＴ１８０
ａのオン期間と重ならなくてもよい。ただし、ＴＦＴ１８０ｂのオン期間がＴＦＴ１８０
ａのオン期間と重なることにより、副画素電極１２４ａ、１２４ｂへの充電を効率的に行
うことができる。
【００８２】
　（実施形態３）
　上述した説明では、ソーストランジスタのオン期間の差を利用してソース配線の電圧を
異ならせたが、本発明はこれに限定されない。
【００８３】
　以下、図８を参照して、本発明による液晶表示装置の第３実施形態を説明する。本実施
形態の液晶表示装置１００Ｂは、ソースドライバ２２０から印加される電圧が異なる時刻
にＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂをオンにする点を除いて上述した実施形態２の液晶表示装置
と同様の構成を有しており、冗長を避ける目的で重複する説明を省略する。
【００８４】
　液晶表示装置１００Ｂでも周辺領域ＥにＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂが設けられている。
なお、上述した液晶表示装置１００では、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのしきい値電圧は互
いに異なったが、本実施形態の液晶表示装置１００ＢにおいてＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂ
のしきい値電圧は互いに略等しくてもよい。また、上述した液晶表示装置１００Ａと同様
に、本実施形態の液晶表示装置１００Ｂはトランジスタ１８０ａ、１８０ｂを制御するト
ランジスタ制御回路２４０を備えている。
【００８５】
　液晶表示装置１００Ｂでは、ゲートドライバ２１０がＴＦＴ１３０ａ、１３０ｂをオン
にして、ソースドライバ２２０の出力電圧が所定の階調レベルに対応する電圧に変化した
後、制御回路２４０は、まず、配線２４２ａの電圧をハイに変化させてＴＦＴ１８０ａを
オンにする。ソース配線Ｓａを介して副画素電極１２４ａに所定の電圧が充電されると、
制御回路２４０は、配線２４２ａの電圧をローにしてＴＦＴ１８０ａをオフにする。
【００８６】
　次に、ゲート配線Ｇの電圧がハイのままの状態で、ソースドライバ２２０の電圧が所定
の階調レベルに対応する電圧に変化し、その後、制御回路２４０は、配線２４２ｂの電圧
をハイに変化させてＴＦＴ１８０ｂをオンにする。ソース配線Ｓｂを介して副画素電極１
２４ｂに所定の電圧が充電されると、制御回路２４０は、配線２４２ｂの電圧をローにし
てＴＦＴ１８０ｂをオフにする。
【００８７】
　以下、図８および図９を参照して、液晶表示装置１００Ｂの駆動方法を説明する。ここ
では、画素Ｐへの書き込みが行われる。
【００８８】
　まず、画素Ｐを選択するためのゲート配線Ｇの電圧をローからハイに変化させてＴＦＴ
１３０ａ、１３０ｂをオンにする。また、ゲート配線Ｇの電圧の変化とともに、配線２４
２ａの電圧をローからハイに変化させてＴＦＴ１８０ａをオンにする。
【００８９】
　次に、ソースドライバ２２０から出力される電圧を画素Ｐの階調レベルに対応する電圧
Ｖｓａに変化させる。電圧Ｖｓａは画素Ｐの明副画素の階調レベルに対応している。これ
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により、ソース配線Ｓａの電圧が変化する。ＴＦＴ１８０ａによる降下電圧はしきい値電
圧Ｖｔａと略等しく、ソース配線Ｓａには電圧Ｖｓａ－Ｖｔａが印加される。なお、実際
には、副画素ＳＰａの液晶容量および補助容量への充電が完了するまでには所定の時間が
必要であり、ソース配線Ｓａの電圧はソースドライバ２２０の電圧が変化した後、時刻の
経過とともに変化して一定値に近づくことになるが、図９では図面が過度に複雑になるこ
とを避けるために、ソースドライバ２２０の電圧の変化とともにソース配線Ｓａの電圧が
変化するように示している。
【００９０】
　その後、制御回路２４０がＴＦＴ１８０ａに対応する配線２４２ａの電圧をローに変化
させてＴＦＴ１８０ａをオフにする。なお、ゲート配線Ｇの電圧はハイのままである。
【００９１】
　次に、ソースドライバ２２０から出力される電圧を副画素ＳＰｂの階調に対応する電圧
に変化させる。電圧Ｖｓｂは画素Ｐの明副画素の階調レベルに対応している。その後、Ｔ
ＦＴ１８０ｂを選択する配線２４２ｂの電圧をローからハイに変化させてＴＦＴ１８０ｂ
をオンにする。これにより、ソース配線Ｓｂの電圧が変化する。ＴＦＴ１８０ｂによる降
下電圧はしきい値電圧Ｖｔｂと略等しく、ソース配線Ｓｂには電圧Ｖｓｂ－Ｖｔｂが印加
される。なお、ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂのしきい値電圧が互いに等しくＶｔｃである場
合、ソース配線Ｓａには電圧Ｖｓ－Ｖｔｃが印加される。なお、ソースドライバ２２０の
電圧Ｖｓａと電圧Ｖｓｂとの変化量をαとすると、ソース配線Ｓｂには電圧Ｖｓ－（Ｖｔ
ｃ＋α）が印加される。
【００９２】
　このように、制御回路２４０は、ソースドライバ２２０からの出力電圧が異なる時刻に
ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂをオンにすることにより、副画素ＳＰａの輝度を副画素ＳＰｂ
とは異ならせることができる。
【００９３】
　なお、液晶表示装置１００Ｂにおいて制御回路２４０はゲートドライバ２１０と同期し
て電圧を印加してもよい。また、制御回路２４０はゲートドライバ２１０と等しい電圧を
印加してもよい。このため、制御回路２４０はゲートドライバ２１０と同様の工程で作製
すればよく、制御回路２４０のみを作製するための新たな工程を別途追加しなくてもよい
。
【００９４】
　なお、上述した説明では、液晶表示装置１００ＢにおけるＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂの
特性は互いに等しかったが、本発明はこれに限定されない。ＴＦＴ１８０ａ、１８０ｂの
特性は異なってもよい。例えば、ＴＦＴ１８０ｂのしきい値電圧はＴＦＴ１８０ａのしき
い値電圧よりも低くてもよい。
【００９５】
　また、上述した説明では、１つの画素は２つの副画素を有していたが、本発明はこれに
限定されない。１つの画素は３つ以上の副画素を有してもよい。例えば、画素電極１２４
は３つ以上の副画素電極を有しており、１列の画素に対して３本以上のソース配線および
３つ以上のソーストランジスタを設けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明によればドライバのコストの増大を抑制するとともに狭額縁化に適した液晶表示
装置を提供することができる。
【符号の説明】
【００９７】
　１００　　液晶表示装置
　１２０　　アクティブマトリクス基板
　１２４　　画素電極
　１２４ａ　第１副画素電極
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　１２４ｂ　第２副画素電極
　１２６　　配向膜
　１３０ａ　第１画素トランジスタ
　１３０ｂ　第２画素トランジスタ
　１４０　　対向基板
　１４４　　対向電極
　１４６　　配向膜
　１６０　　液晶層
　１８０ａ　第１ソーストランジスタ
　１８０ｂ　第２ソーストランジスタ
　２１０　　ゲートドライバ
　２２０　　ソースドライバ
　２４０　　トランジスタ制御回路

【図１】 【図２】
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(19) JP 5342004 B2 2013.11.13

【図１０】



(20) JP 5342004 B2 2013.11.13

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６８０Ｇ          　　　　　

    審査官  福田　知喜

(56)参考文献  特開２０００－２４１７９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０５３５８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３０９２３９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３　　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３４３　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３６８　　
              Ｇ０９Ｇ　　　３／２０　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　３／３６　　　　



专利名称(译) 液晶表示装置

公开(公告)号 JP5342004B2 公开(公告)日 2013-11-13

申请号 JP2011530868 申请日 2010-09-09

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普公司

当前申请(专利权)人(译) 夏普公司

[标]发明人 小原将紀

发明人 小原 将紀

IPC分类号 G02F1/133 G02F1/1368 G02F1/1343 G09G3/36 G09G3/20

CPC分类号 G09G3/3651 G02F1/1362 G09G3/3688 G09G2300/0443 G09G2300/0447 G09G2300/0823 G09G2310
/0224

FI分类号 G02F1/133.550 G02F1/1368 G02F1/1343 G09G3/36 G09G3/20.621.M G09G3/20.641.C G09G3/20.
680.G

代理人(译) 奥田诚治
三宅明子

审查员(译) 福田 知喜

优先权 2009209697 2009-09-10 JP

其他公开文献 JPWO2011030819A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

根据本发明的液晶显示装置（100）包括：第一和第二像素晶体管
（130a，130b）;栅极驱动器（210），其向栅极线（G）提供栅极信号;
源驱动器（220），其向第一和第二支线（225a和225b）提供源信号;第
一源晶体管（180a），包括电连接到第一支线（225a）的源极和电连接
到第一源极线（Sa）的漏极;第二源晶体管（180b），其包括电连接到第
二支线（225b）的源极和电连接到第二源极线（Sb）的漏极。
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